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研究成果の概要（和文）：本研究では，随伴解析に基づいた熱プロセスの最適制御手法を構築すること，および本制御
の有効性を実験的に検証することを目的としている．マイクロデバイスにおける熱プロセスにおいて，時空間的な温度
分布制御を実現し，定常かつ空間的に一様な従来型の熱管理技術の高度化を図ることを主眼とする．本研究では，半導
体パルスレーザーを具体的な制御対象とし，随伴熱伝導解析に基づいた温度均一化のための最適熱制御手法を開発した
．

研究成果の概要（英文）：The objectives of this study are to develop adjoint-based optimum thermal control 
schemes for thermal processes and to verify the effectiveness of the present control scheme in real experi
ments. The proposed scheme would allow for control of temperature distribution in micro devices in a spati
o-temporal way, which is not achievable by conventional thermal management techniques that can cope with o
nly steady and spatially-uniform temperature distribution. In the present study, optimum thermal control s
chemes based on adjoint heat conduction analysis have been developed for stabilization of the temperature 
profile in pulsed laser diodes.
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Case 2 

    
′Jq = Ψ(r, 0, t),    rA < r< rB( )   (4) 
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x1 = 1 μm ~ 5 μm
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Ttarget = 305 K
 t = 1.0 μs 
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(a) rA = 10 μm, (b) rA 

= 15 μm. 

x1 > 3 μm
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